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概要 

LV8112VBは、LBP等のポリゴンミラーモータ駆動用の3相ブラシ

レスモータドライバであり、ポリゴンミラーモータの駆動に必

要な回路が１チップで構成できる。 

また、BiDCプロセスを使用し出力TrをDMOSにし、かつ、同期

整流としたことで低消費(発熱)を実現している。 

 

特長 

・3相バイポーラ駆動 

・ダイレクトPWM＋同期整流 

・IO max1=2.5A 

・IO max2=3.0A(t≦0.1ms) 

・出力電流制御回路 

・PLL速度制御回路 

・位相ロック検知出力 (マスク機能付き) 

・電流制限回路、拘束保護回路、過熱保護回路、低電圧保護回路 

・STOP時減速方式切り替え回路(フリーラン or ショートブレーキ) 

・拘束保護検知信号切り替え回路(FG or LD) 

・F/R切り替え回路内蔵 

・ホールFG対応 

・ホールバイアス端子(STOP時バイアス電流カット) 

・5Vレギュレータ出力 

・SDCC(Speed Detection Current Control) 

 

用途/最終製品 

・レーザービームプリンター(LBP) 

・コピー機(PPC) 

・マルチファンクションプリンター(MFP) 

 

Bi-CMOS LSI 

ポリゴンミラーモータ用 
3相ブラシレスモータドライバ 

SSOP44K(275mil) Exposed Pad 
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最大定格/Ta=25℃ 

項目 記号 条件 定格値 unit 

電源電圧 VCC max VCC端子 37 V 

VG max VG端子 42 V 

出力電流 IO max1 ※1 2.5 A 

IO max2 t≦0.1ms ※1 3.0 A 

許容消費電力 Pd max 指定基板付き ※2 1.7 W 

動作周囲温度 Topr  －25～＋80 ℃ 

保存周囲温度 Tstg  －55～＋150 ℃ 

接合部温度 Tj max  150 ℃ 

※1 Tj max=150℃を超えないように使用すること。 

※2 指定基板：114.3mm×76.1mm×1.6mm，ガラスエポキシ基板 

注 1)絶対最大定格は、一瞬でも超えてはならない許容値を示すものである。 

注2)絶対最大定格の範囲内で使用した場合でも、高温及び大電流/高電圧印加、多大な温度変化等で連続して使用される

場合、信頼性が低下するおそれがある。詳細については、弊社窓口までご相談ください。 

 

 

 

推奨動作条件/Ta=25℃ 

項目 記号 条件 定格値 unit

電源電圧範囲 VCC  10～35 V 

5V定電圧出力電流 IREG  0～－30 mA 

LD端子印加電圧 VLD  0～5.5 V 

LD端子出力電流 ILD  0～15 mA 

FG端子印加電圧 VFG  0～5.5 V 

FG端子出力電流 IFG  0～15 mA 

HB端子出力電流 IHB  0～－30 mA 

 

 

 

電気的特性/Ta=25℃,VCC=24V 

項目 記号 条件 min typ max unit

電源電流 ICC1  5.5 6.5 mA 

ICC2 STOP時 1.0 1.5 mA 

5V定電圧出力      

出力電圧 VREG  4.65 5.0 5.35 V 

電圧変動 VREG1 VCC=10～35V 20 100 mV 

負荷変動 VREG2 IO=－5～－20mA 25 60 mV 

温度係数 VREG3 設計目標値※ 0  mV/℃

出力部      

出力 ON 抵抗 RON IO=1A,上下合計 1.5 1.9 Ω 

出力リーク電流 IOleak 設計目標値※  10 A 

下側ダイオード順電圧 VD1 ID=－1A 1.0 1.35 V 

上側ダイオード順電圧 VD2 ID=1A 1.0 1.35 V 

チャージポンプ出力(VG端子)     

出力端子 VGOUT  VCC+4.9  V 

CP1端子      

出力 ON 抵抗(H レベル) VOH(CP1) ICP1=－2mA,設計目標値※ 500 700 Ω 

出力 ON 抵抗(L レベル) VOL(CP1) ICP1=2mA 300 400 Ω 

※設計目標値であり、測定は行わない。 

次ページへ続く。 

 

最大定格を超えるストレスは、デバイスにダメージを与える危険性があります。これらの定格値を超えた場合は、デバイスの機能性を損ない、ダメージが

生じたり、信頼性に影響を及ぼす危険性があります。

推奨動作範囲を超えるストレスでは推奨動作機能を得られません。推奨動作範囲を超えるストレスの印加は、デバイスの信頼性に影響を与える危険性があります。
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前ページからの続き。 

項目 記号 条件 min typ max unit

ホールアンプ部      

入力バイアス電流 IHB(HA)  －2 －0.5  A 

同相入力電圧範囲 VICM  0.5  VREG-2.0 V 

ホール入力感度   80   mVp-p

ヒステリシス幅 VIN(HA)  15 24 42 mV 

入力電圧 L→H VSLH  12  mV 

入力電圧 H→L VSHL  －12  mV 

ホールバイアス(HB端子) Pch出力     

出力 ON 抵抗 VOL(HB) IHB=－20mA 20 30 Ω 

出力リーク電流 IL(HB) VO=0V  10 A 

FGアンプ･シュミット部(IN1)     

入力アンプゲイン GFG 設計目標値※ 5  倍 

入力ヒステリシス(H→L) VSHL(FGS) 入力換算,設計目標値※ 0  mV 

入力ヒステリシス(L→H) VSLH(FGS) 入力換算,設計目標値※ 10  mV 

ヒステリシス幅 VFGL 入力換算,設計目標値※ 10  mV 

FGFIL端子      

出力 Hレベル電圧 VOH(FGFIL)  2.7 3.0 3.3 V 

出力 Lレベル電圧 VOL(FGFIL)  0.75 0.85 0.95 V 

外付け C充電電流 ICHG1 VCHG1=1.5V －5 －4 －3 A 

外付け C放電電流 ICHG2 VCHG2=1.5V 3 4 5 A 

振幅 V(FGFIL)  1.95 2.15 2.35 Vp-p

FG出力      

出力 ON 抵抗 VOL(FG) IFG=7mA 20 30 Ω 

出力リーク電流 IL(FG) VO=5.5V  10 A 

PWM発振器      

出力 Hレベル電圧 VOH(PWM)  2.95 3.2 3.45 V 

出力 Lレベル電圧 VOL(PWM)  1.3 1.5 1.7 V 

外付け C充電電流 ICHG(PWM) VPMW=2V －90 －70 －50 A 

発振周波数 f(PWM) C=150pF 180 225 270 kHz

振幅 V(PWM)  1.5 1.7 1.9 Vp-p

推奨動作周波数範囲 fOPR  15  300 kHz

CSD発振回路      

出力 Hレベル電圧 VOH(CSD)  2.7 3.0 3.3 V 

出力 Lレベル電圧 VOL(CSD)  0.8 1.0 1.2 V 

振幅 V(CSD)  1.75 2.0 2.25 Vp-p

外付け C充電電流 ICHG1(CSD) VCHG1=2.0V －14 －10 －6 A 

外付け C放電電流 ICHG2(CSD) VCHG2=2.0V 8 11 14 A 

発振周波数 f(CSD) C=0.068F,設計目標値※ 30 40 50 Hz 

位相比較出力      

出力 ON 抵抗(H レベル) VPDH IOH=－100A 500 700 Ω 

出力 ON 抵抗(L レベル) VPDL IOL=100A 500 700 Ω 

位相ロック検知出力      

出力 ON 抵抗 VOL(LD) ILD=10mA 20 30 Ω 

出力リーク電流 IL(LD) VO=5.5V  10 A 

※設計目標値であり、測定は行わない。 

次ページへ続く。 
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前ページからの続き。 

項目 記号 条件 min typ max unit

ERRアンプ部      

入力オフセット電圧 VIO(ER) 設計目標値※ －10  ＋10 mV 

入力バイアス電流 IB(ER)  －1  ＋1 A 

出力 Hレベル電圧 VOH(ER) IEI=－100A EI+0.7 EI+0.85 EI+1.0 V 

出力 Lレベル電圧 VOL(ER) IEI=100A EI-1.75 EI-1.6 EI-1.45 V 

DCバイアスレベル VB(ER)  －5% VREG/2 5% V 

電流制御回路      

駆動ゲイン GDF 位相ロック時 0.5 0.55 0.6 倍 

電流制限回路(RF端子,RFS端子)     

リミッタ電圧 VRF  0.465 0.515 0.565 V 

低電圧保護      

動作電圧 VSD  8.3 8.7 9.1 V 

ヒステリシス幅 VSD  0.2 0.35 0.5 V 

CLD回路      

外付け C充電電流 ICLD VCLD=0V －4.5 －3.0 －1.5 A 

動作電圧 VH(CLD)  3.25 3.5 3.75 V 

熱しゃ断動作      

熱しゃ断動作温度 TSD 設計目標値※ (接合温度) 150 175  ℃ 

ヒステリシス幅 TSD 設計目標値※ (接合温度) 30  ℃ 

CLK端子      

外部入力周波数 fI(CLK)  0.1  10 kHz

H レベル入力電圧 VIH(CLK)  2.0  VREG V 

L レベル入力電圧 VIL(CLK)  0  1.0 V 

入力オープン電圧 VIO(CLK)  VREG-0.5  VREG V 

ヒステリシス幅 VIS(CLK)  0.2 0.3 0.4 V 

H レベル入力電流 IIH(CLK) VCLK=VREG －10 0 ＋10 A 

L レベル入力電流 IIL(CLK) VCLK=0V －110 －85 －60 A 

CSDSEL端子      

H レベル入力電圧 VIH(CSD)  2.0  VREG V 

L レベル入力電圧 VIL(CSD)  0  1.0 V 

入力オープン電圧 VIO(CSD)  VREG-0.5  VREG V 

H レベル入力電流 IIH(CSD) VCSDSEL=VREG －10 0 ＋10 A 

L レベル入力電流 IIL(CSD) VCSDSEL=0V －110 －85 －60 A 

S/S端子      

H レベル入力電圧 VIH(SS)  2.0  VREG V 

L レベル入力電圧 VIL(SS)  0  1.0 V 

入力オープン電圧 VIO(SS)  VREG-0.5  VREG V 

ヒステリシス幅 VIS(SS)  0.2 0.3 0.4 V 

H レベル入力電流 IIH(SS) VS/S=VREG －10 0 ＋10 A 

L レベル入力電流 IIL(SS) VS/S=0V －110 －85 －60 A 

※設計目標値であり、測定は行わない。 

次ページへ続く。 
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前ページからの続き。 

項目 記号 条件 min typ max unit

BRSEL端子     

H レベル入力電圧 VIH(BRSEL)  2.0  VREG V 

L レベル入力電圧 VIL(BRSEL)  0  1.0 V 

入力オープン電圧 VIO(BRSEL)  VREG-0.5  VREG V 

H レベル入力電流 IIH(BRSEL) VBRSEL=VREG －10 0 ＋10 A 

L レベル入力電流 IIL(BRSEL) VBRSEL=0V －110 －85 －60 A 

F/R 端子     

H レベル入力電圧 VIH(FR)  2.0  VREG V 

L レベル入力電圧 VIL(FR)  0  1.0 V 

入力オープン電圧 VIO(FR)  VREG-0.5  VREG V 

H レベル入力電流 IIH(FR) VF/R=VREG －10 0 ＋10 A 

L レベル入力電流 IIL(FR) VF/R=0V －110 －85 －60 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製品パラメータは、特別な記述が無い限り、記載されたテスト条件に対する電気的特性で示しています。異なる条件下で製品動作を行った時には、電気的特性で

示している特性を得られない場合があります。
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外形図 

unit : mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSOP44K (275mil) Exposed Pad
CASE 940AF
ISSUE A
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SOLDERING FOOTPRINT*

*For additional information on our Pb-Free strategy and soldering details, please download the ON Semiconductor
Soldering and Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.

(Unit: mm)

7.
00

0.32

1.
00

0.65

(4.7)

(3
.5

)
NOTES:

1. The measurements are for reference only, and unable to guarantee.
2. Please take appropriate action to design the actual Exposed Die Pad and Fin portion.
3. After setting, verification on the product must be done.

(Although there are no recommended design for Exposed Die Pad and Fin portion Metal mask and shape
for Through-Hole pitch (Pitch & Via etc), checking the soldered joint condition and reliability verification of
soldered joint will be needed. Void  gradient  insufficient thickness of soldered joint or bond degradation
could lead IC destruction because thermal conduction to substrate becomes poor.)

XXXXX = Specific Device Code
Y = Year
M = Month
DDD = Additional Traceability Data

GENERIC
MARKING DIAGRAM*

*This information is generic. Please refer to
device data sheet for actual part marking.

may or may not be present.

XXXXXXXXXX
YMDDD
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ピン配置図 
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ブロック図および応用回路例 
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端子機能 

端子 

番号 
端子名 端子機能 等価回路 

1 CLK クロック入力端子。 

10kHz max。 

1
5kΩ 10kΩ

55kΩ

VREG

 

2 LD 位相ロック検知出力端子。 

PLL位相ロック時にオンする。 

オープンドレイン出力。 
2

VREG

 

3 S/S スタート/ストップ入力端子。 

｢L｣でスタート、 

｢H｣またはオープンでストップ。 

3
5kΩ 10kΩ

55kΩ

VREG

 

4 VREG 5Vレギュレータ出力端子。 

(制御回路電源) 

安定化のため、GND間にコンデンサを接

続する。 4

VCC

50Ω

 

5 BRSEL ブレーキ選択端子。 

｢L｣でS/S端子ストップ時ショート 

ブレーキ(検査工程用ブレーキ)。 

5
5kΩ

55kΩ

VREG

 

6 CSDSEL 拘束保護検知信号選択端子。 

｢L｣でFG、 

｢H｣またはオープンでLD。 

6
5kΩ

55kΩ

VREG

 

次ページへ続く。 
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前ページからの続き。 

端子 

番号 
端子名 端子機能 等価回路 

7 F/R 正転/逆転選択端子。 

(SDCC機能選択端子) 

7
5kΩ

55kΩ

VREG

 

8 CLD 位相ロック信号マスク時間設定端子。 

GND間にコンデンサを接続する。 

マスクする必要がない場合はオープン

とする。 8
500Ω

VREG

2kΩ

 

9 CSD 拘束保護回路の動作時間設定用端子、 

兼初期リセットパルス設定端子。 

GND間にコンデンサを接続する。 

保護回路を使用しない場合はコンデン

サと並列に抵抗を接続する。 
9

500Ω

VREG

 

10 FG FGシュミット出力端子。 

オープンドレイン出力。 

10

VREG

 

12 PWM PWMの発振周波数を設定する端子。 

GND間にコンデンサを接続する。 

12

VREG

200Ω

2kΩ

 

14 FC 電流制御回路の周波数特性補正端子。 

GND間にコンデンサを接続する。 

14

VREG

500Ω

110kΩ

 

次ページへ続く。 
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前ページからの続き。 

端子 

番号 
端子名 端子機能 等価回路 

15 FGFIL FGフィルタ端子。 

FG信号のノイズが問題となる場合、GND

間にコンデンサを接続する。 

15

VREG

 

16 PH RF波形の平滑用端子。 

GND間にコンデンサを接続する。 

16

VREG

500Ω

10kΩ

 

17 PD 位相比較出力端子。 

位相誤差をパルスのデューティ変化で

出力する。 
17

VREG

500Ω

 

18 EI 誤差アンプ入力端子。 

18

VREG

500Ω

 

19 EO 誤差アンプ出力端子。 VREG

100kΩ

19

 

20 TOC トルク指令電圧入力端子。 

通常、EO端子と接続する。 

TOC電圧が下がると、上側出力TrのON 

Dutyは増加する。 20

VREG

 

21 GND 制御回路部のGND端子。  

次ページへ続く。 
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前ページからの続き。 

端子 

番号 
端子名 端子機能 等価回路 

22 HB ホール素子バイアス電流端子。 

S/S端子のスタート時ON、 

ストップ時OFF。 
22

VREG

 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

IN1+ 

IN1- 

IN2+ 

IN2- 

IN3+ 

IN3- 

ホール入力端子。 

IN+＞IN-で「H」、逆は「L」とする。 

ホール信号は100mVp-p(差動)以上の振

幅が望ましい。 

ホール信号のノイズが問題となる場合

は、IN+,IN-間にコンデンサを接続す

る。 

25

VREG

500Ω500Ω
2624 28 2723

29 SUB Frame GND端子。GND2端子に接続する。  

30 GND2 出力回路部のGND端子。  

32 

34 

36 

OUT3 

OUT2 

OUT1 

出力端子。 

PWMは、上側FETによりデューティ制御

を行う。 

 

38 RF 出力MOSFET(下側)のソース端子。 

GND間に低抵抗(Rf)を接続する。 

39 RFS 出力電流検出端子。 

RF端子に接続する。 

39
5kΩ

VREG

 

40 VCC2 出力用電源端子。 

ノイズ等が入らないようにGND間にコン

デンサを接続する。 

 

41 VCC1 制御用電源端子。  

42 VG チャージポンプ出力端子 

(上側FETゲート用電源)。 

VCC間にコンデンサを接続する。 

 

43 

44 

CP1 

CP2 

チャージポンプ用コンデンサ接続端

子。 

CP1－CP2間にコンデンサを接続する。 

 

 

 

 

 

 

 

VCC

44

500Ω

42

43

100Ω

32

VCC

34 36

38
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3相ロジック真理値表  （IN=｢H｣ とは、IN+＞IN- の状態を示す） 

F/R=「H」 F/R=「L」 出力 

IN1 IN2 IN3 IN1 IN2 IN3 OUT1 OUT2 OUT3 

H L H L H L L H M 

H L L L H H L M H 

H H L L L H M L H 

L H L H L H H L M 

L H H H L L H M L 

L L H H H L M H L 

 

S/S端子       

入力状態 状態 

Hまたはオープン ストップ 

L スタート 

 

BRSEL端子 

入力状態 ストップ時 

Hまたはオープン フリーラン 

L ショートブレーキ 

 

CSDSEL端子 

入力状態 状態 

Hまたはオープン LD基準 

L FG基準 

 

SDCC機能選択 

入力状態 状態 

F/R=｢Hまたはオープン｣ 機能ON 

F/R=｢L｣ 機能OFF 

 

 

LV8112VBの概要 

 

1.速度制御回路 

本ICは、PLL速度制御方式を採用しているので、高精度でジッタの少ない、安定した回転を実現できる。

このPLL回路はCLK信号とFG信号のエッジの位相差を比較し、その誤差出力で制御している。 

制御時のFGサーボ周波数はCLK周波数と同一となる。 

        fFG(サーボ)=fCLK 

 

2.出力駆動回路 

本ICは、出力での電力損失(パワーロス)を少なくするために、ダイレクトPWM駆動方式を採用している

。出力TrのオンDutyを変化させることにより、モータの駆動力を調整する。出力のPWMスイッチングは

、上側出力Trで行っている。 

なお、PWM OFF時の回生ルートとしては、出力DMOSの寄生ダイオードがあるが、本ICは同期整流を行い

、ダイオード回生より発熱の低減を図っている。 
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3.電流制限回路 

電流制限回路は、I=VRF/Rf(VRF=0.515V typ,Rf:電流検出抵抗)で決まる電流で制限(ピーク電流を制限)

する。制限動作としては、出力のオンDutyが小さくなり、電流を抑える。 

電流制限回路は、PWM動作によるダイオードの逆回復電流を検出して電流制限動作が誤動作しないよう

にするため、動作に遅延(約300ns)がある。モータのコイル抵抗が小さかったり、インダクタンスが小

さいと、起動時(モータの逆起電力がない状態)の電流変化が速いため、この遅延により設定電流以上で

電流制限動作をする場合がある。この場合は、遅延による電流増加分を考慮して電流制限値を設定する

必要がある。 

 

4.パワーセーブ回路 

本ICは、ストップ状態では消費電流を減少させるパワーセーブ状態となる。パワーセーブ状態では、大

部分の回路のバイアス電流をカットすることにより行っている。パワーセーブ状態においても、5Vレギ

ュレータ出力は出力される。 

 

5.基準クロック 

外部から入力するクロック信号は、チャタリング等のノイズがないように注意する必要がある。入力回

路にはヒステリシスを持たせてあるが、問題となる場合は、コンデンサ等によりノイズを除去してから

入力すること。 

基準クロックが無入力状態でスタート状態とされた場合、拘束保護回路を動作させていれば、モータが

多少回転した後に駆動はオフされる。(クロック断線保護) 

 

6.PWM周波数に関して 

PWM周波数はPWM端子に接続するコンデンサ容量C(F)により決まる。 

     fPWM≒1/(29500×C)･･･150pF以上 

     fPWM≒1/(32000×C)･･･100pF以上 150pF未満 

150pFのコンデンサを付けると、約225kHzの発振となる。出力の影響を受けにくいようにコンデンサの

GNDは、できるだけICの制御部GND(GND端子)近傍に配線すること。 

 

7.ホール入力信号 

ホール入力は、ヒステリシス幅(42mV max)以上の振幅の信号入力が必要である。ノイズ等の影響を考え

ると100mV以上の振幅の入力が望ましい。ノイズにより出力波形(相切り替わり時)に乱れが生じる場合

は、入力間にコンデンサ等を入れて防止すること。 

  

8.FG信号 

IN1のホール信号をIC内部でFG信号として使用する。ノイズが問題となる場合、FGFIL端子－GND間にコ

ンデンサを付けることによってもFG信号のノイズを除去することは可能であるが、容量が大きすぎると

波形が鈍り、正常動作ができなくなるため注意すること。コンデンサのGND位置が悪いと、逆にノイズ

による不具合が発生しやすくなるので、注意が必要である。 

 

9.拘束保護回路 

モータ拘束時のICおよびモータの保護を行うため、拘束保護回路を内蔵している。 

CSDSEL端子を「H」またはオープンを選択すると、スタート状態でLD出力が一定時間「H」(アンロック

状態)であると動作し、「L」を選択するとスタート状態でFG信号が一定時間切り替わらないと動作する

。なお、拘束保護の動作時は上側出力Trをオフする。 

時間設定は、CSD端子に接続するコンデンサ容量により行う。 

        設定時間(s)≒102×C(F) 
0.068Fのコンデンサを付けると、約7.0秒の保護時間となる。設定時間は、モータ起動時間に対して余

裕を持った設定とすること。クロック周波数切り替えによる減速時には、保護回路は動作しない。拘束

保護状態を解除するには、ストップ状態とするか、電源の再投入が必要である。 

CSD端子は初期リセットパルス発生端子と兼用しているため、GNDと接続するとロジック回路がリセット

状態となり、速度制御をすることができない。よって、拘束保護を使用しない場合は、対GNDに約220k

Ωの抵抗と約4700pF程度のコンデンサを並列に接続すること。 
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10.位相ロック信号 

①位相ロックの範囲 

本ICは、速度系のカウンタ等を持っていないため､位相ロック状態における速度誤差範囲は、IC特性の

みでは決めることができない(FG周波数変化の加速度が影響するため)。モータとして規定する必要があ

る場合は、実際にモータ状態で測定して決めてもらう必要がある。FGの加速度が大きい状態で速度誤差

は生じやすいため、起動時のロック引き込み時やクロック切り替えによるアンロック時が一番速度誤差

としては大きくなると思われる。 

②位相ロック信号のマスク機能 

ロック引き込み時のハンチングによる短時間の”L”信号をマスクすることにより、安定した状態でロッ

ク信号を出すことができる。しかし、マスク時間分はロック信号出力が遅れることになる。 

マスク時間は、CLD端子－GND間に接続するコンデンサ容量により設定する。 

        マスク時間(s)≒1.8×C(F） 

0.1Fのコンデンサを付けると、約180msのマスク時間となる。完全にマスクする必要がある場合は、マ

スク時間は十分に余裕を持って設定すること。マスクする必要がない場合は、CLD端子をオープンとす

る。 

 

11.電源安定化 

本ICは出力電流が大きく、スイッチングによる駆動方式であるため、電源ラインが振られやすい。よっ

て、VCC端子－GND間には、安定化のために十分な容量のコンデンサを接続する必要がある。 

コンデンサのGND側はパワーGNDであるGND2端子に付け、できるだけピン近傍に付ける。コンデンサ（電

解コンデンサ）がピン近傍に付けられない場合は、ピン近傍には約0.1F程度のセラミックコンデンサ

を付けること。 

電源の逆接続による破壊防止の目的で、電源ラインにダイオードを挿入する場合、電源ラインが特に振

られやすくなるため、より大きな容量を選択する必要がある。 

 

12.VREG安定化 

制御回路の電源であるVREG電圧を安定化するために0.1F以上のコンデンサを接続する。そのコンデン

サのGNDは、できるだけICの制御部GND(GND端子)近傍に配線すること。 

 

13.誤差アンプ周辺定数 

誤差アンプ部の外付け部品は、ノイズの影響を受けにくいようにできるだけIC近傍に配置すること。モ

ータからできるだけ離れた配置とすること。 

 

14.IC裏面金属部 

IC裏面の金属部は、熱伝導の良いはんだ等で基板と密着させると放熱が非常に良くなる。 

 

15.SDCC(Speed Detection Current Control) 

SDCC機能は、速度検出電流制御を行う回路である。 

目標回転数の95％以上となった時、電流制限値を87.5％に減少させ、モータの加速度を低下させる。 

そうすることにより、位相ロック時の引き込みが安定するので、起動時間のばらつきが少なくなる。 

SDCC機能は、 

F/R=｢Hまたはオープン｣ → 機能ON 

F/R=｢L｣ → 機能OFF 

となる。 

 

※SDCC機能の選択と、モータの正転/逆転の選択が合わない場合は、HALLバイアスの入れ替え等で対応

する必要がある。 
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ORDERING INFORMATION 
Device Package Shipping (Qty / Packing) 

LV8112VB-AH 
SSOP44K (275mil) EP 

(Pb-Free / Halogen Free) 2000 / Tape & Reel 

 

 


